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充填スクッテルダイ ト化合物 RT4X12 (R-希土類金属､アクチナイ ド､etc.､T=遷

移金属､X-プニク トゲン)は元素の組み合わせに応じて非常に多様な物性を示す こ

とから近年興味を集めている物質である｡この中で CeFe4Sb12並びに YbFe4Sb12は

低温での物性にヘビー ･フェルミオン的あるいは価数揺動系的振る舞いを示す [1,2]｡

本講演では､RFe4Sb12(R-La,Ce,Yb)の電子状態を光電子分光実験によって調べ

た結果を報告する｡

フェルミ準位近傍の電子状態密度の温度変化を詳細に調べた結果､CeFe4Sb12に

ついては 0.06-0.07eV の大きさの擬ギャップの存在を見出した｡このような擬ギ

ャップの存在は YbFe4Sb12と LaFe4Sb12については確認されなかった｡また､バル

ク敏感度を上げた YbFe4Sb12の価電子帯光電子分光スペク トルにおいては､Yb2+

doubletsignalについて表面成分とバルク成分とがはっきり分離されて観測された｡

通常希土類化合物では表面ではバルクに比べて価数が下がるので､Yb化合物の 4f

スペク トルにおいては表面成分はバルク成分より高結合エネルギー側に現れるので

あるが､YbFe4Sb12のスペク トルにおいては逆にバルク成分の方が表面成分より高

結合エネルギー側に現れるという非常に変わった振る舞いが観測された｡
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